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DIMENSIONS
DIMN INCHES MM
MIN MAX MIN MAX
A D173 0.181 4.400 4 600
B 0.159 0.167 4.050 4.250
5 0.067 0.075 100 1.900
D 0.051 0.059 1.300 1.500
= 0.094 0.102 2.400 2.600
F 0.035 0.047 0.8290 1.200
G 0.118REF 3.00REF
H 0.059REF 1.50REF
| 0.016 0.020 0.400 0.520
J 0.055 0.063 1.400 1.600
K 0.014 0.016 0.350 0.410
L 10°TYP 10°TYP
M 0.028REF 0.70REF
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